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 ロストモールドプロセスによる SiC と PZT, 反応焼結による Si3N4 
 

  
     製作工程           Si モールド    SiC 構造体 

 

   ローストモールドプロセスによる SiC 構造体 
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   ローストモールドプロセスによる PZT 構造体 
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  Si 粉末のスパークプラズマ焼結         機械加工  N2 中での反応焼結による Si3N4 化 (1400℃) 

 

  Si 粉末のスパークプラズマ焼結後、機械加工および N2 中での反応焼結による Si3N4 構造体 
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